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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體樹脂材料之用途，係用於 p型半導體、n型半導體中之半導體樹脂材料之用
途，

該半導體樹脂材料含有：包含來自芳香族四羧酸成分及脂肪族二胺成分之重複構成單元

之聚醯亞胺樹脂(A)，
該聚醯亞胺樹脂(A)包含選自由聚醯亞胺樹脂(A1)、聚醯亞胺樹脂(A2)及聚醯亞胺樹脂
(A3)構成之群組中之 1種以上；
該聚醯亞胺樹脂(A1)包含下式(1)表示之重複構成單元及下式(2)表示之重複構成單元，且
該式(1)之重複構成單元相對於該式(1)之重複構成單元與該式(2)之重複構成單元之合計之
含有比為 20~70莫耳%；

R1為含有至少 1個脂環族烴結構之碳數 6~22之 2價脂肪族基，R2為碳數 5~16之 2價
鏈狀脂肪族基，X1及 X2各自獨立地為碳數 6~22之 4價芳香族基；
該聚醯亞胺樹脂(A2)係由下式(1)表示之重複構成單元構成；

R1為含有至少 1個脂環族烴結構之碳數 6~22之 2價脂肪族基，X1為碳數 6~22之 4價
芳香族基；

該聚醯亞胺樹脂(A3)係由下式(2)表示之重複構成單元及下式(3)表示之重複構成單元構
成；

- 2838 -



R2為碳數 5~16之 2價鏈狀脂肪族基，R3為含有至少 1個芳香環之碳數 6~22之 2價
基，X2為碳數 6~22之 4價芳香族基，X3為含有至少 1個芳香環之碳數 6~22之 4價基。

2.　如請求項 1之半導體樹脂材料之用途，其生成可利用單電子轉移進行觀測之自由基物
種。

3.　如請求項 2之半導體樹脂材料之用途，其中，該自由基物種係藉由紫外光照射生成，且
能以電子自旋共振(ESR)測定檢測到。

4.　如請求項 3之半導體樹脂材料之用途，其中，該藉由紫外光照射生成之自由基物種之半
衰期以 ESR測定時為 1秒以上。

5.　如請求項 3或 4之半導體樹脂材料之用途，其中，該藉由紫外光照射生成之自由基物
種，係選自由氧自由基物種及氮自由基物種構成之群組中之 1種以上。

6.　如請求項 1至 4中任一項之半導體樹脂材料之用途，其中，該聚醯亞胺樹脂(A)之玻璃轉
移溫度為 150℃以上。

7.　如請求項 1至 4中任一項之半導體樹脂材料之用途，其中，該聚醯亞胺樹脂(A)為該聚醯
亞胺樹脂(A1)。

8.　如請求項 1至 4中任一項之半導體樹脂材料之用途，其中，該半導體樹脂材料更含有樹
脂(B)，該樹脂(B)係選自由聚醯胺樹脂、聚醯胺醯亞胺樹脂、環氧樹脂、胺甲酸酯樹
脂、脲樹脂、酚醛樹脂、氰酸酯樹脂、聚噻吩樹脂、聚茀樹脂、聚聯乙炔樹脂、聚對伸

苯基伸乙烯樹脂、聚乙烯基咔唑樹脂、聚醚醯亞胺樹脂、該聚醯亞胺樹脂(A)以外之聚醯
亞胺樹脂構成之群組中之 1種以上。
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